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Halbleiterbauelement mit wenigstens zwei in einem Gehause in- 
tegrierten und durch einen gemeinsamen Kontaktbugel kontak- 
tierten Chips 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement 
mit wenigstens zwei in einem Gehause integrierten Halbleiter- 
chips . 

,j 

Die EP 0 827 201 A2 beschreibt ein derartiges Bauelement, bei 
10 dem drei Chips in einem Gehause integriert sind, wobei zwei 
der Chips beabstandet zueinander auf Kontaktf lachen des wei- 
teren Chips, der auf einem Trager sitzt, angeordnet sind. 
Kontaktanschlusse der drei Chips sind dabei mittels Bonddrah- 
ten an Anschlussbeine gebondet, die aus dem Gehause heraus 
15 ragen. Die Anschlussbeine sind nach unten gebogen und reichen 
bis unterhalb des Gehauses, urn das Bauelement auf einer Pla- 
tine montieren zu konnen. 

Die US 6,040,626 und die US 2001/0044167 beschreiben Halblei- 
20 terbauelemente mit je einem in einem Gehause integrierten 

Halbleiterchip, wobei Kontaktf lachen dieses Chip mittels so- 
genannter Kontaktbugel an aus dem Gehause heraus ragende An- 
schlussbeine angeschlossen sind. 

Die EP 0 962 975 A2 und die JP 2000082721 A beschreiben eben- 
falls Halbleiterbauelemente mit je einem in einem Gehause in- 
tegrierten Halbleiterchip, dessen Kontaktf lachen mittels Kon- 
taktbugeln kontaktiert sind, wobei die Kontaktbugel aus dem 
Gehause heraus ragen und gleichzeitig als Anschlussbeine die- 
3 0 nen. 

Die Kontaktierung von Chip-Anschlussen mittels Bonddrahten, 
die andernends an Anschlussbeine des Gehauses angeschlossen 
sind, ist plat zauf wendig, da oberhalb des Chips eine gewisse 
35 Gehausehohe fur die bogenformig verlaufenden Bonddrahte er- 
forderlich ist, was dazu fuhrt, dass ein nicht unerheblicher 
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Teil des Gehausevolumens aufter fur die Bonddrahte weitgehend 
ungenutzt bleibt . 

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein Halbleiterbauele- 
5 ment mit wenigstens zwei in einem Gehause integrierten Halb- 
leiterchips zur Verfiigung zu stellen, bei dem ein zur Verfu- 
gung stehendes Gehausevolumen besser genutzt wird, so dass 
entweder eine kompaktere Bauweise erreicht oder bei einem ge- 
gebenen Gehausevolumen ein Bauelement mit grofrerer Chipflache 
10 realisierbar ist. 



15 



Dieses Ziel wird durch ein Bauelement gemafl der Merkmale des 
Anspruchs 1 gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin- 
dung sind Gegenstand der Unteranspruche. 



Das erf indungsgemafte Halbleiterbauelement umfasst ein Gehau- 
se, wenigstens zwei in dem Gehause angeordnete Halbleiter- 
chips, die jeweils eine Vorderseite und eine Ruckseite sowie 
jeweils wenigstens eine Kontaktf lache an der Vorder- und/oder 
20 Ruckseite aufweisen. Das Bauelement umfasst weiterhin wenigs- 
tens einen Kontaktbiigel der aus dem Gehause heraus ragt und 
der einen plattenf ormigen Abschnitt mit einer ersten und ei- 
ner zweiten Anschlussf lache, die sich gegeniiberliegen, und 
wenigstens ein aufterhalb des Gehauses liegendes Anschlussbein 
aufweist. Der plattenf ormige Abschnitt des wenigstens einen 
Kontaktbugels dient zur Herstellung eines elektrisch leiten- 
den Kontakts zu den Kontaktf lachen der Chips, wobei vorgese- 
hen ist, dass die erste Anschlussf lache des Kontaktbugels auf 
die Kontaktf lache wenigstens eines der Chips und dessen zwei- 
30 te Anschlussf lache auf die Kontaktf lache wenigstens eines an- 
deren der Chips aufgebracht ist. Hierdurch werden beide Sei- 
ten des plattenf ormigen Kontaktabschnitts des Kontaktbugels 
fur die Kontakt ierung von Halbleiterchips genutzt, wobei die 
jeweiligen Kontakte der Halbleiterchips durch den Kontaktbii- 
35 gel miteinander verbunden sind und der Kontaktbiigel tiber sein 
Anschlussbein gleichzeitig einen von auUerhalb des Gehauses 
zuganglichen Anschluss fur die beiden Chips bildet . 
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Die Verwendung eines Kontaktbugels , der beiderseits Halblei- 
terchips kontaktiert und einen externen Anschluss fur die 
beiden kontaktierten Halbleiterchips bildet, ermoglicht eine 
5 besonders kompakte Bauform des Halbleiterbauelements mit den 
wenigstens zwei Halbleiterchips. 

Eine besonders gute Raumausnut zung eines gegebenen Gehausevo- 
lumens lasst sich erreichen, wenn mehrere Halbleiterchips in 
10 dem Gehause integriert werden, die um 90° gegenuber der ubli- 
chen Montagerichtung von Halbleiterchips in Gehausen gedreht 
sind. Herkommliche Gehause fur Halbleiterbauelemente, bei- 
spielsweise Gehause des Typs P-DSO, sind flach und weisen ei- 
ne Oberseite und eine Unterseite auf, deren Flachen groB im 
15 Vergleich zu den iibrigen Seitenf lachen sind. In derartigen 

Gehausen werden Halbleiterchips bislang so montiert, dass die 
Vorder- bzw. Ruckseiten der Chips in etwa parallel zu der O- 
ber- und Unterseite des Gehauses liegen. 

20 Erf indungsgemali ist nun vorgesehen, die Halbleiterchips so in 
dem Gehause zu integrieren, dass deren Vorder- bzw. Rucksei- 
ten in etwa senkrecht zu der Ober- und Unterseite des Gehau- 
ses verlaufen. Dies ermoglicht die Integration von mehreren 
v fc Halbleiterchips, deren Flache kleiner ist als die Quer- 

schnittsf lache des Gehauses, in einem Gehause bei sehr guter 
Raumausnut zung . 

Dieses Vorgehen, mehrere Chips senkrecht zur Ober- bzw. Un- 
terseite des Gehauses in dem Gehause unter zubringen und je- 

30 weils zwei Chips mit einem gemeinsamen Kontaktbugel zu kon- 
taktieren, ist insbesondere fur Leistungsbauelemente in SiC- 
Technologie interessant . Bei Wafern in SiC-Technologie , aus 
denen die spateren Bauelemente ausgesagt werden, ist die De- 
fektdichte im Vergleich zu Wafern in Si-Technologie derzeit 

3 5 noch sehr hoch, so dass bei einer vertretbaren Ausbeute nur 
f lachenmaftig kleine Chips hergestellt werden konnen. Mit zu- 
nehmender Chipgrofre wurde der Ausschuss pro Wafer erheblich 
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ansteigen. Gemafi der Erfindung konnen nun mehrere flachenma- 
Big kleine Chips, beispielsweise Dioden oder Transistoren, in 
dem Gehause bei optimaler Raumausnut zung integriert und uber 
die Kontaktbiigel und eine externe Verschaltung der Anschluss- 
5 beine der Kontaktbiigel parallel geschaltet werden, um dadurch 
insgesamt ein Bauelement mit einer groften Chipflache zu er- 
halten. 

Bei einer Ausf uhrungsf orm ist vorgesehen, dass der wenigstens 
10 eine Kontaktbiigel an einer sich an die Unterseite zur Seite 
hin anschlieftenden Seite aus dem Gehause heraustritt und ei- 
nen gebogenen Abschnitt aufweist, der unterhalb der Untersei- 
te den Anschlusskontakt des Anschlussbeins bildet, um mittels 
dieses Anschlussbeines beispielsweise auf einer Platine mon- 
15 tiert zu werden. 

Bei einer weiteren Ausf uhrungsf orm ist vorgesehen, dass der 
wenigstens eine Kontaktbiigel an der Unterseite aus dem Gehau- 
se heraustritt, um ein Anschlussbein zu bilden. 

20 

Vorzugsweise sind Leistungstransistoren in den wenigstens 
zwei Chips integriert, wobei die Chips jeweils drei Kontakt- 
flachen: eine Gate-Kontakt f lache, eine Source-Kontakt f lache 
und eine Drain-Kontaktf lache aufweisen, wobei die Gate- 
Kontakt flachen und die Source-Kontakt flachen beispielsweise 
jeweils an den Vorderseiten und die Drain-Kontaktf lachen je- 
weils an den Ruckseiten der Halbleiterchips angeordnet sind. 

Abhangig vom Anwendungszweck konnen die beiden Halbleiter- 
30 chips, die durch einen Kontaktbiigel kontaktiert und miteinan- 
der verbunden sind, so angeordnet sein, dass der Kontaktbiigel 
die Ruckseiten der beiden Chips kontaktiert, um bei Transis- 
toren beispielsweise deren Drain-Anschliisse zu kontaktieren 
und miteinander zu verbinden, dass der Kontaktbiigel die Vor- 
35 derseiten der beiden Chips kontaktiert, um bei Transistoren 
beispielsweise deren Source-Anschliisse oder Gate -Anschliisse 
zu kontaktieren, oder dass der Kontaktbiigel die Vorderseite 
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des einen Chips und die Ruckseite des anderen Chips kontak- 
tiert, urn bei Transistoren beispielsweise den Source- 
Anschluss des einen Chips mit dem Drain-Anschluss des anderen 
Chips zu verbinden. In entsprechender Weise lassen sich bei 
5 Dioden-Chips Reihenschaltungen oder Parallelschaltungen von 
Dioden herstellen. 

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend anhand von zwei 
Ausf uhrungsbeispielen in Figuren naher erlautert. In den Fi- 
10 guren zeigt : 

" { ^j)V Figur 1 ein Halblei terbauelement mit mehreren in einem Ge- 



hause integrierten Halbleiterchips in Draufsicht, 



15 Figur 2 



einen Querschnitt durch das Bauelement gemali Figur 
1 in einer Schnittebene A-A, 



Figur 3 



einen Querschnitt durch das Halbleiterbauelement 
gemali Figur 1 in einer Schnittebene B-B, 



20 



Figur 4 



eine perspekt ivische Darstellung des Bauelementes 
gemali Figur 1 mit geschlossen dargestelltem Gehau- 



se , 




Figur 5 



ein elektrisches Ersat zschaltbild des Bauelements 



gemali der Figuren 1 bis 4 bei Verwendung von Tran- 
sistorchips , 



Figur 6 



eine perspekt ivische Darstellung eines weiteren 
Ausf uhrungsbeispiels eines erf indungsgemaften Halb- 
leiterbauelements , 



30 



Figur 7 



eine Draufsicht auf das Halbleiterbauelement gemaii 
Figur 6, 



Figur 8 



eine Seitenansicht des Halbleiterbauelement s gemali 
der Figuren 6 und 7, 
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Figur 9 



ein elektrisches Ersatzschaltbild des Halbleiter- 



bauelements gemafi der Figuren 6 bis 8 bei Verwen- 
dung von Transistorchips . 



5 



In den Figuren bezeichnen, sofern nicht anders angegeben, 
gleiche Bezugszeichen gleiche Teile mit gleicher Bedeutung. 

Die Figuren 1 bis 4 zeigen ein erstes Ausf uhrungsbeispiel ei- 
10 nes erf indungsgemaften Halbleiterbauelementes, das in dem Bei- 
spiel funf Halbleiterchips 1-5 umfasst, die gemeinsam in ei- 
nem Gehause 90 integriert sind. Figur 4 zeigt dieses Gehause 



90, das eine Unterseite 91 und eine Oberseite 92 aufweist, in 
perspektivischer Darstellung. Die Geometrie dieses darge- 
15 stellten flachen Gehauses 90 ist derart, dass die Flache der 
Unterseite 91 bzw. der Oberseite 92 grofter ist als jeweils 
die Flachen der Seitenwande 93A, 93B, bzw . dass eine Hohe h 
zwischen Unterseite 91 und Oberseite 92 kleiner ist als eine 
Breite b und eine Lange 1 des Gehauses 90. Die Oberseite 92 
20 und die Unterseite 91 bezeichnen im vorliegenden Fall die 

Seiten, die bei der Montage des Bauelements auf eine Platine 
parallel zu der Kontaktanschliisse auf weisenden Montagebene 
der Platine liegen . 

I^S Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch das Halbleiterbauele- 
ment in Draufsicht von oben, wobei in Figur 1 das Gehause 90 
lediglich strichpunkt iert dargestellt ist. 

Das Bauelement umfasst in dem Beispiel flinf Halbleiterchips 
30 1-5, die jeweils eine Vorderseite 12, 22, 32, 42, 52 und eine 
Ruckseite 11, 21, 31, 41, 51 aufweisen. Die Halbleiterchips 
1-5 sind in dem Ausf uhrungsbeispiel jeweils als Transistor- 
chips, in denen beispielsweise ein Leistungs-MOSFET integ- 
riert ist, ausgebildet und weisen jeweils an ihrer Ruckseite 
35 11, 21, 31, 41, 51 eine Drain-Kontaktf lache 43 auf, wie an- 

hand des Halbleiterchips 4 in Figur 2 dargestellt ist, und an 
ihren Vorderseiten 12, 22, 32, 42, 52 jeweils eine Gate- 
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Kontaktf lache 33 und eine Source-Kontaktf lache 34 auf, wie 
anhand des Halbleiterchips 3 in Figur 3 dargestellt ist. 

Die Halbleiterchips 1-5 sind so in dem Gehause untergebracht, 
5 dass deren Vorder- und Ruckseiten wenigstens annaherungsweise 
senkrecht zu der Ober- und Unterseite 92, 91 des flachen 
Gehauses 90 stehen. Jeweils zwei der Halbleiterchips 1-5 sind 
durch einen gemeinsamen Kontaktbugel 61-63, 71-73, 81-83 kon- 
taktiert, wobei in dem Beispiel jeder dieser Kontaktbugel 61- 



10 63, 71-73, 81-83 aus dem Gehause 90 herausragt und an dem Ab- 
schnitt aufterhalb des Gehauses ein Anschlussbein D1-D6, Gl- 




Anschlusspunkten auf einer Platine verlotet oder in anderer 
Weise elektrisch leitend verbunden werden kann. 



15 

Die Halbleiterchips 1-5 sind in dem Gehause in dessen Langs- 
richtung hintereinander so angeordnet, dass sich abwechselnd 
die Vorderseiten und Ruckseiten zweier benachbarter Chips 
einander zugewandt sind. So ist die Vorderseite 12 des Halb- 
20 leiterchips 1 der Vorderseite 22 des Halbleiterchips 2, die 

Ruckseite 21 des Halbleiterchips 2 der Ruckseite 31 des Halb- 
leiterchips 3, die Vorderseite 32 des Halbleiterchips 3 der 
Vorderseite 42 des Halbleiterchips 4, usw., zugewandt. 

1^5 In dem Beispiel sind die Halbleiterchips 1 und 2 so angeord- 
net, dass deren Vorderseiten 12, 22 einander zugewandt sind, 
wobei Source-Anschlussf lachen an diesen Vorderseiten 12, 22 
durch den zwischen diesen Halbleiterbauelementen 1, 2 ange- 
ordneten Kontaktbugel 71 kontaktiert und elektrisch leitend 

30 miteinander verbunden sind. Entsprechend sind Gate- 

Anschlussf lachen der Halbleiterchips 1, 2 mittels eines Kon- 
taktbugels 81, der ebenfalls zwischen diesen Halbleiterchips 
1, 2 angeordnet ist, kontaktiert und dadurch leitend mitein- 
ander verbunden. Das Anschlussbein SI des Kontaktbugels 71 

35 bildet einen gemeinsamen Source-Anschluss der beiden Halblei- 
terchips 1, 2, und das Anschlussbein Gl des Kontaktbugels 81 
bildet einen gemeinsamen Gate-Anschluss der beiden Halblei- 
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terchips 1, 2. In entsprechender Weise wie bei den Halblei- 
terchips 1, 2 kontaktiert ein Kontaktbugel 72 Source- 
Anschlussf lachen an den Vorderseiten 32, 42 der Halbleiter- 
chips 3, 4, deren Vorderseiten 32, 42 einander zugewandt 
5 sind, wobei ein Anschlussbein S2 einen gemeinsamen Source- 
Anschluss dieser Halbleiterchips 3, 4 bildet, und die Gate- 
Anschlussf lachen (Bezugszeichen 33 in Figur 3) des Halblei- 
terchips 3 und des Halbleiterchips 4 sind mittels eines wei- 
teren Kontaktbugels 82 kontaktiert, wobei ein Anschlussbein 
10 G2 dieses weiteren Kontaktbugels 82 einen gemeinsamen Gate- 
Anschluss G2 der Halbleiterchips 3, 4 bildet. 

Ein weiterer Source-Kontaktbugel 73 kontaktiert lediglich die 
Source-Anschlussf lache an der Vorderseite 52 des Halbleiter- 
15 chips 5, und ein weiterer Gate-Kontaktbugel 83 kontaktiert 

lediglich die Gate-Anschlussf lache an der Vorderseite 52 die- 
ses Halbleiterchips 5 . 

Wie anhand des Kontaktbugels G3 in Figur 2 und der Kontaktbu- 
20 gel 72, 82 in Figur 3 zu entnehmen ist, weisen die Kontaktbu- 
gel jeweils einen plattenf ormigen Abschnitt 631, 721, 821 
auf, der beiderseits Anschlussf lachen zur Kontaktierung der 
Kontaktf lachen der Halbleiterchips auf weist . 

^fcs In entsprechender Weise, wie die Source-Anschlussf lachen 

zweier benachbarter Chips 1, 2 bzw. 3, 4 durch einen Source- 
Kontaktbiigel 71, 72 und die Gate-Anschlussf lachen zweier be- 
nachbarter Chips 1, 2 bzw. 3, 4 durch einen Gate-Kontaktbugel 
81, 82 kontaktiert sind, so sind die Drain-Anschlussf lachen 

3 0 zweier benachbarter Chips durch einen gemeinsamen Drain- 
Kontaktbugel kontaktiert. In dem Beispiel sind die Drain- 
Kontaktf lachen an den Ruckseiten 21, 31 der benachbarten 
Halbleiterchips 2, 3 durch einen gemeinsamen Drain- 
Kontaktbugel 62 kontaktiert, wobei dieser Kontaktbugel zwei 

35 Anschlussbeine D3 , D4 aufweist, die an gegenuberliegenden 
Seiten aus dem Gehause 90 herausragen und die gemeinsame 
Drain-Anschlusse der Halbleiterchips 2, 3 bilden. In entspre- 
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chender Weise sind Drain-Kontaktf lachen an den Ruckseiten 41, 
51 der Halbleiterchips 4, 5 durch einen gemeinsamen Drain- 
Kontaktbugel 63 kontaktiert, der ebenfalls an gegenuberlie- 
genden Enden aus dem Gehause 90 herausragende Anschlussbeine 
5 D5, D6 aufweisen. Die Ruckseite 11 des an einem Ende des 

durch die Chips 1-5 und die Kontaktbugel 61-63, 71-73, 81-83 
gebildeten Chip-Kontaktbugel-Stapels angeordneten Halbleiter- 
chips 1 ist durch einen weiteren Drain-Kontaktbugel 61 kon- 
taktiert, der nur diesen Halbleiterchip 1 kontaktiert und der 
10 ebenfalls zwei an gegenuberliegenden Enden aus dem Gehause 
heraustretende Anschlussbeine Dl, D2 aufweist. 

Wie insbesondere den Figuren 2 und 3 zu entnehmen ist, sind 
die Anschlussbeine D1-D6, S1-S3, G1-G2 nach unten gebogen, um 

15 das Halbleiterbauelement mit den Anschlussbeinen auf eine 

Platine aufsetzen zu konnen . Die Kontaktbugel 61-63, 71-73, 
81-83 konnen bereits mit solchen abgewinkelten Anschlussbei- 
nen hergestellt werden. Weiterhin besteht die Moglichkeit, 
die Kontaktbugel 61-63, 71-73, 81-83 so herzustellen, dass 

20 die Anschlussbeine D1-D6, S1-S3, G1-G3 zunachst waagrecht aus 
dem Gehause 90 herausragen, wobei die Anschlussbeine erst am 
Ende der Montage in die gewunschte Form gebogen werden. 

y Figur 5 zeigt das elektrische Ersat zschaltbild des anhand der 

W5 Figuren 1 bis 4 erlauterten Halbleiterbauelement s unter der 
Annahme, dass es sich bei den Halbleiterchips 1-5 um Leis- 
tungstransistorchips handelt, in denen jeweils ein MOSFET in- 
tegriert ist. Wie bereits erlautert wurde, weisen die Tran- 
sistoren der Halbleiterchips 4, 5 einen gemeinsamen, durch 
30 die Anschlussbeine D5, D6 gebildeten Drain-Anschluss und die 
Transistoren der Halbleiterchips 2, 3 einen gemeinsamen 
durch die Anschlussbiene D3 , D4 gebildeten Drain-Anschluss 
auf. Die Transistoren der Halbleiterchips 1 und 2 sowie 3 und 
4 weisen jeweils gemeinsame, durch die Anschlussbeine SI bzw. 
35 S3 gebildeten Source-Anschliisse und gemeinsame, durch die An- 
schlussbeine Gl, G2 gebildete Gate-Anschlusse Gl, G2 auf. 
Durch externe Beschaltung auf einer Platine lassen sich in 
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einfacher Weise alle Drain-Anschlusse der Halbleiterchips 
miteinander verbinden, alle Source-Anschliisse der Halbleiter 
chips miteinander verbinden und alle Gate-Anschlusse der 
Halbleiterchips miteinander verbinden, urn dadurch fiinf paral 
lei geschaltete Leistungstransistorchips mit einer entspre- 
chend hohen Spannungsf est igkeit zu erhalten. Zum besseren 
Verstandnis sind die Anschlusse des Ersat zschaltbildes mit 
den Bezugszeichen der diese Anschlusse bildenden Anschluss- 
beine und die Transistoren mit den Bezugszeichen der entspre 
chenden Chips bezeichnet. 

Die besonders gute Raumausnut zung bei dem anhand der Figuren 
1 bis 4 erlauterten Halbleiterbauelement wird nachfolgend an 
hand eines Beispiels erlautert. 

Es sei angenommen, dass es sich bei dem Gehause um ein Stan- 
dardgehause des Typs P-DSO-12 mit einer Gehausehohe h von 
2,6mm, einer Gehausebreite von 7,5mm und einer Gehauselange 
von 6,4mm handelt. Bei her kommlicher Montage, bei der die 
Vorder- bzw. Ruckseite eines Halbleiterchips parallel zu der 
Ober- und Unterseite liegt, und bei denen Kontaktf lachen der 
Halbleiterchips an Anschlussbeine gebondet sind, konnen Halb 
leiterchips mit einer Chipflache von 13,3mm 2 in dem Gehause 
integriert werden. In einem solchen Gehause sind bei einer 
erf indungsgemaften Anordnung gemafi der Figuren 1 bis 3 jedoch 
auch fiinf Chips mit jeweils einer Chipflache von 1,6- 4, 6mm 2 
integrierbar , was einer Gesamtchipf lache von 36mm 2 ent- 
spricht. Unter Berucksichtigung der Tatsache, dass bei Leis- 
tungstransistoren, deren Spannungsf estigkeit proportional zu 
deren Chipflache ist, lasst sich in einem Standardgehause so 
mit ein aus mehreren parallel geschalteten Leistungstransis- 
toren gebildeter Leistungstransistor realisieren, der eine 
deutlich hohere Spannungsf est igkeit besitzen kann. Eine der- 
artige Anordnung mit mehreren senkrecht in dem Gehause ste- 
henden kleinen Halbleiterchips ist insbesondere fur Bauele- 
mente in SiC-Technologie interessant, da bei dieser Technolo 
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gie bislang lediglich f lachenmaftig kleine Chips bei einer 
vertretbaren Ausbeute erzeugt werden konnen. 

Das Aufbringen der Kontaktbugel 61-63, 71-73 sowie 81-83 auf 
die Kontaktf lachen der Halbleiterchips 1-5 erfolgt mittels 
herkommlicher Verfahren, beispielsweise mittels loten, mit- 
tels eines elektrisch leitenden Klebers oder auch durch Zu- 
sammenpressen des gesamten Chip-Kontaktbugel-Stapels . Das Ge- 
hause 90 wird in herkommlicher Weise dadurch erzeugt, dass 
die Gesamtanordnung mit dem Chip-Kontaktbugel und den dazwi- 
schenliegenden Kontaktbugeln mit einer Gehausepressmasse um- 
spritzt wird. 

Die Figuren 6 bis 8 veranschaulichen ein weiteres Ausfuh- 
rungsbei spiel eines erf indungsgemafien Halbleiterbauelementes , 
wobei Figur 6 das Bauelement in perspektivischer Darstellung, 
Figur 7 das Bauelement in Draufsicht und Figur 8 das Bauele- 
ment in Seitenansicht zeigt . Das Bauelement umfasst zwei 
Halbleiterchips 10, 20, die jeweils eine Vorderseite 102, 202 
und eine Ruckseite 101, 201 aufweisen. Die Halbleiterchips 
10, 20 sind in dem Ausf uhrungsbeispiel ebenfalls als Transis- 
torchips ausgebildet und umfassen jeweils eine Drain- 
Anschlussf lache an deren Ruckseite 101, 201 sowie eine Sour- 
ce-Anschlussf lache und eine Gate-Anschlussf lache an deren 
Vorderseite 102, 202. 

Die Halbleiterchips 10, 20 sind so angeordnet, dass die Vor- 
derseite 102 des ersten Halbleiterchips 10 der Ruckseite 201 
des zweiten Halbleiterchips 2 0 zugewandt ist, wobei eine 
Drain-Kontaktf lache an der Ruckseite 201 des zweiten Halblei- 
terchips 20 und eine Source-Kontaktf lache an der Vorderseite 
102 des ersten Halbleiterchips 10 durch einen gemeinsamen 
Kontaktbugel 65, der zwischen den Halbleiterchips 10, 20 an- 
geordnet ist, kontaktiert sind. Dieser Kontaktbugel 65 ist 
plattenf ormig ausgebildet, um einen moglichst groftf lachigen 
Kontakt zu der Source-Kontaktf lache des Halbleiterchips 20 
und der Drain-Kontaktf lache des Halbleiterchips 10 herzustel- 
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len, und ragt an einer Unterseite 95 aus dem Gehause heraus, 
wobei der Kontaktbugel 65 im Bereich der Unterseite des Ge- 
hauses 95 abgewinkelt ist. Der aus dem Gehause herausragende 
Abschnitt D5 des Kontaktbugels 65 bildet ein Anschlussbein 
5 fur einen gemeinsamen Anschluss des Source-Kontakts des Halb- 
leiterchips 20 und des Drain-Kontakts des Halbleiterchips 10. 

Die Drain-Kontaktf lache des ersten Halbleiterchips 10 an der 

Ruckseite 101 ist mittels eines weiteren grofif lachigen Kon- 
10 taktbugels 64 kontaktiert, der ebenfalls an der Unterseite 

aus dem Gehause 95 heraustritt und ein Anschlussbein D4 auf- 
±L weist, das abschnittsweise parallel zu dem Anschlussbein D5 

des zwischen den Chips 10, 20 liegenden Kontaktbugels 65 ver- 

lauf t . 

15 

Eine Gate-Kontaktf lache an der Vorderseite 102 des ersten 
Halbleiterchips 100 ist mittels eines Gate-Kontaktbiigels 74 
kontaktiert. Urn zu verhindern, dass dieser Gate-Kontaktbugel 
74 auch den Halblei terchip 20 kontaktiert, sind die beiden 
20 Halbleiterchips parallel gegeneinander verschoben in dem Ge- 
hause 95 angeordnet. 



30 



Eine Gate-Kontaktf lache an der Vorderseite 202 des Halblei- 
terchips 20 ist mittels eines Source-Kontaktbugels 84 kontak- 
tiert, der ebenfalls an der Unterseite aus dem Gehause 95 
herausragt . In entsprechender Weise ist eine Gate- 
Kontaktf lache an der Vorderseite 202 des zweiten Halbleiter- 
chips 20 mittels eines Gate-Kontaktbiigels 74 kontaktiert, der 
weitgehend parallel zu dem Source-Kontaktbugel 84 verlauft. 



Figur 9 zeigt das elektrische Ersat zschaltbild des Halblei- 
terbauelements gemaft der Figuren 6 bis 8. Durch dieses Bau- 
element mit zwei Halbleiterchips 10, 20, in jeweils bei- 
spielsweise ein Leistungs-MOSFET integriert ist, ist in 
35 platzsparender , kompakter Weise eine Halbbrucke realisiert, 
wobei Gate-Anschlusse der Transistoren 10, 20 separat uber 
die Gate-Anschlussbeine G4 , G5 kontaktierbar sind. Der Drain- 
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Anschluss des Transistors 20 ist an den Source-Anschluss des 
Transistors 10 angeschlossen, wobei diese beiden Anschliisse 
iiber das gemeinsame Anschlussbein D5 kontaktierbar sind. Wei- 
terhin extern kontaktierbar sind der Source-Anschluss des 
5 Transistors 20 iiber das Anschlussbein S5 und der Drain- 
Anschluss des Transistors 10 uber das Anschlussbein G4 . 

Neben Transistorchips sind selbstverstandlich beliebige ande- 
re Halbleiterchips , vorzugsweise Leistungs-Chips , wie bei- 

10 spielsweise Leistungs-Diodenchips verwendbar. Es sind bezug- 
nehmend auf das Ausf uhrungsbeispiel gemaft der Figuren 1 bis 3 

j± auf einfache Weise Leistungsdioden parallel zu schalten, wenn 
die Transistorchips durch Leistungs-Diodenchips ersetzt wer- 
den, bei denen statt einer Drain-Kontaktf lache eine Kathoden- 

15 Kontaktf lache und statt einer Source-Kontakt f lache eine Ano- 
den-Kontaktf lache vorhanden ist, und bei denen auf einen Ga- 
te-Anschluss verzichtet wird. 
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Patentanspriiche 

1. Halbleiterbauelement , das folgende Merkmale aufweist: 
5 - ein Gehause (90; 95), 

- wenigstens zwei in dem Gehause (90; 95) angeordnete Halb- 
leiterchips (1-5; 10, 20) , die jeweils eine Vorderseite (12, 
22, 32, 42, 52; 102, 202) und eine Ruckseite (11, 21, 31, 41, 

10 51; 101, 201) und jeweils wenigstens eine Kontakt f lache (43, 
54, 55) an der Vorder- und/oder Ruckseite aufweisen, 

m 

- wenigstens einen Kontaktbugel (61-63, 71-73, 81-83; 64, 65, 
74, 84) der aus dem Gehause (90; 95) herausragt innerhalb des 

15 Gehauses (90; 95) und der einen plattenf ormigen Abschnitt 

(631, 721, 821) mit einer ersten und einer zweiten Anschluss- 
flache, die sich gegenuberliegen, aufweist und der wenigstens 
zwei der Chips (1-5; 10, 20) kontaktiert, wobei dessen erste 
Anschlussf lache auf die Kontakt flache (43) wenigstens eines 

20 der Chips (1-5) und dessen zweite Anschlussf lache auf die 

Kontakt flache wenigstens eines anderen der Chips (1-5) aufge- 
bracht ist. 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, bei dem das Gehause 
1|^5 (90; 95) eine Oberseite (90) und eine Unterseite (91) auf- 
weist, deren Flachen grofier als ubrige Seitenf lachen des Ge- 
hauses (90; 95) sind, wobei die wenigstens zwei Chips (1-5; 
10, 20) derart in dem Gehause (90; 95) untergebracht sind, 
dass deren Vorder- bzw. Ruckseiten (12, 22, 32, 42, 52, 11, 

30 21, 31, 41, 51) wenigstens annaherungsweise senkrecht zu der 
Ober- und Unterseite (91, 92) stehen. 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der 
wenigstens eine Kontaktbugel (61-63, 71-73, 81-83) an einer 

35 sich an die Unterseite (91) anschlieftenden Seite (93) aus dem 
Gehause (90) heraus tritt und einen gebogenen Abschnitt auf- 
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weist, der unterhalb der Unterseite (91) den Anschlusskontakt 
(G1-G3, S1-S3, D1-D3) bildet. 

4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der 
5 wenigstens eine Kontaktbligel (64, 65, 74, 75, 84) an der Un- 
terseite aus dem Gehause (95) heraustritt . 

5. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei dem Leistungstransistoren in den wenigstens zwei 

10 Chips integriert sind, die jeweils drei Kontaktf lachen : eine 

Gate-Kontaktf lache (33), eine Source-Kontakt f lache (34) und 
jp eine Drain-Kontaktf lache (43) aufweisen. 

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 5, bei dem die Gate- 
15 Kontaktf lachen (33) und die Source-Kontaktf lachen (34) je- 
weils an der Vorderseite und die Drain-Kontaktf lachen (43) 
jeweils an der Ruckseite der Chips (1-5) ausgebildet sind. 



7. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Ansprii- 
2 0 che, bei dem durch den wenigstens einen Kontaktbligel (61-63, 
71-73, 81-83) Kontaktf lachen entweder an den Riickseiten (11/ 
21, 31, 41, 51) oder an den Vorderseiten (12, 22, 32, 42, 52) 
der wenigstens zwei Chips (1-5) kontaktiert sind. 

|^5 8. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 6, bei 
dem durch den wenigstens einen Kontaktbligel (65) eine Kon- 
taktflache an der Vorderseite (102) des wenigstens einen (10) 
der Chips (10, 20) und an der Ruckseite (201) des wenigstens 
einen anderen (20) der Chips (10, 20) kontaktiert sind. 



30 
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Zusammenf as sung 

Halbleiterbauelement mit wenigstens zwei in einem Gehause in- 
tegrierten und durch einen gemeinsamen Kontaktbugel kontak- 
5 tierten Chips 

Ein Halbleiterbauelement, gekennzeichnet durch ein Gehause 
(90; 95), wenigstens zwei in dem Gehause (90; 95) angeordnete 
Halbleiterchips (1-5); 10, 20), die jeweils eine Vorderseite 

10 (12, 22, 32, 42, 52,; 102, 202) und eine Ruckseite (11, 21, 

31, 41, 51; 101, 201) und jeweils wenigstens eine Kontaktfla- 
jm* che (43, 54, 55) an der Vorder- und/oder Ruckseite aufweisen, 

■ wenigstens einen Kontaktbugel (61-63, 71-73, 81-83; 64, 65, 

74, 84) der aus dem Gehause (90; 95) herausragt und der einen 

15 plattenformigen Abschnitt (631, 721, 821) mit einer ersten 

und einer zweiten Anschlussf lache, die sich gegenuber liegen, 
aufweist und der wenigstens zwei der Chips (1-5; 10, 20) kon- 
taktiert, wobei dessen erste Anschlussf lache auf die Kontakt- 
flache (43) wenigstens eines der Chips (1-5) und dessen zwei- 

20 te Anschlussf lache auf die Kontaktf lache wenigstens eines an- 
deren der Chips (1-5) aufgebracht ist. 



Figur 1 
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